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【はじめに】これまで本研究グループでは、Cu(In,Ga)Se2(CIGS)太陽電池における n型バッファ層

/CIGSヘテロ界面の制御手法として、CIGS表面に低 Cu組成の異相（Cu欠損層）を導入、価電子

帯オフセット(∆EV)を形成させることにより、正孔濃度が低下し、界面再結合の抑制が可能である

ことを見出している[1]。更に最近、一般的な CIGS薄膜作製法として用いられる「三段階法」を改

良し、第 2段階目直後に Seのみを照射するインターバル時間(tSe)を設けることにより、積極的に

Cu 欠損層を導入する為の新たなアプローチを提案した[2]。従来の手法により作製した CIGS 太陽

電池の変換効率が 17.8%であったのに対し、tSe = 5 minを導入した太陽電池では最高効率 19.8%を

達成した。また、tSe = 5 minを超えると変換効率は減少傾向にあることが明らかとなった。今回、

tSeを設けた場合の CIGS太陽電池に対して行った詳細な評価結果を報告する。 

【実験方法】LiF/Al/B:ZnO/i-ZnO/CdS/CIGS/Mo/SLG構造を有する CIGS太陽電池を作製した。CIGS

薄膜は、三段階法における第 2段階目直後に tSe = 5 minを導入し、このとき、平均組成が Ga/(Ga+In) 

~ 0.25、Cu/(Ga+In) ~ 0.8となるよう調整した。 

【結果と考察】Fig. 1に、tSe = 5 minを導入した CIGS太陽電池における(a)CdS/CIGS付近の TEM

像、(b)CIGS最表面から深さ約 100 nm程度の領域の高倍

率 TEM像を示す。また Fig. 1(c)には、(b)と同一視野にお

ける Cu元素に対する TEM-EDXマッピング像を示す。こ

れらの結果より、約 100 nm 程度の均一な Cu 欠損状態

[Cu/(Ga+In) ~ 0.3]を確認、Cu欠損層精密制御を実現した。

当日は更に、電子線回折法を用いた Cu欠損層/CIGS構造

界面評価、SIMS 測定及び SSRM 測定による、tSe = 5min

以上での変換効率低下要因について詳細な議論を行う。 
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Fig. 1. (a) TEM image in CdS/CIGS 

interface, (b) high-resolution TEM image, 

and (c) TEM-EDX mapping for Cu in 

Cu-deficient region/CIGS interface of a 

CIGS solar cell with tSe = 5min. 
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